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© Eine .integrierbare Bewerterschaltung enthalt ein 
Paar von Signalleitungen BL,RL. eine Kippschaltung 
KS sowie eine SignalGberhdhungsschaltung SUS. 
Die SignalOberhohungsschaltung SUS bewirkt an 
den Eingangen der Kippschaltung eine Erhohung 
der dort sonst ublichen Potentialdifferenz. Damit wird 
die Kippschaltung KS unempfindlicher und sicherer 
im Ansprechen auf zu bewertende Signale. Ebenso 
ist ein Verkleinern von SignalhUben zulassig, was bei 
Halbleiterspeichern eine Verkleinerung von Speicher- 
zellen ermfiglicht. 
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integrierbare Bewerterschaltung 


Die Erfmdung betrifft eine integrierbare 
Bewenerschaltung nach dem Oberbegnff des Pate- 
ntanspruches 1. 

Gattungsgemafle integnerbare Bewerter- 
schaltungen werden emgesetzt zur sicheren E-ken- 
nung und Unterscheidung logischer Pegel elektri- 
scher Signale. insbesondere in Fallen, in denen 
sich die verschiedenen. zu bewertenden logischen 
Pegel spannungsmaflig nur sehr wemg voneinan- 
der unterscheiden. Am bekanntesten ist ihr Einsatz 
als sog. sense amplifier in integrierten Halbleiter- 
speichern wie beispielsweise in DRAM's und 
SRAM's. Stellvertretend fur die vielen 
Veroffentlichungen, gattungsgemafle integrierbare 
Bewerterschaltungen betreffend. seien die folgen- 
den genannt: 

D IEEE International Solid State Circuits 
Conference. 1980 Digest of Technical Papers. Sei- 
ten 228 bis 229. insbesondere Figur 3. ein DRAM 
zeigend und 

2) IEEE International Solid State Circuits 
Conference. 1984 Digest of Technical Papers. Sei- 
ten 226 bis 227, insbesondere Figur 2. ein SRAM 
zeigend. 

Beide Schaltungen werden unter fur gattungs- 
gemafle integrierbare Bewerterschaltungen typi- 
schen Einsatzbedingungen betrieben: Die 
Bewerterschaltung, auch sense amplifier genannt. 
ist uber Trenntransistoren mit einem Paar von Bit- 
leitungen verbunden. Ihr wird im Lesebetrieb uber 
eine der Bitleitungen ein aus einer adressierten 
Speicherzelle ausgelesenes Lesesignal zugefiihrt. 
Ein der anderen Bitleitung zuvor beispielsweise 
mittels einer Prechargeschaltung zugefiihries Po- 
tential behalt zunachst seinen Wert bei oder es 
andert sich geringfugig durch Verwendung einer 
sog. Dummyzelle. Dummyzellen sind Speicherzel- 
len. die nicht der eigentlichen Informationsspeiche- 
rung dienen. Sie sind notwendig beim bekannten 
High-oder Lowpegel-Konzept zur Erzeugung eines 
Referenzsignals in Verbindung mit der bekannten 
Verwendung zweier eine bistabile Kippschaltung 
bildender kreuzweise gekoppelter Transistoren als 
Bewerterschaltung.Sie sind nicht notwendig. aber 
moglich beim bekannten Midpegel-Konzept 
(Symmetrisierung der Signale "logisch 0" und 
"logisch 1"). 

Die auftretende Problematik ist unabhangig von 
den verwendeten. bekannten Schaltungskonzepten 
immer gleich: Damit die Bewerterschaltung sicher 
anspricht und richtig bewertet. darf der auftretende 
Sigrialhub beim Auslesen einer Speicherzelle auf 
eine Bitleitung. die ja eine grofle kapazitive Bela- 
stung darstellt fur das Lesesignal. eine bestimmte 
(kleine) Grofle nicht unterschreiten. Bekannte 
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Bewerterschaltungen haben bepsp.elswe.se eine' 
Ansprechschwelle von 50mV. typ.sche Lesesi ' 
gnalhube bei guten Halble.terspe.chern i.egen bei? 
150 i lOOmV. Be, Halble.terspe.chern ,st die Grofle ' 
des Lesesignales direkt proportional dem SpeicheJ 
vermogen der angeschlossenen Spe-cherzellen i m | 
Falle dynamischer Halble.terspe.cner sogar direkt I 
proportional der Kapazitat jedes einzelnen Spei-I 
cherzellenkondensators. und damit auch direkt pro- 1 
portional der Flache. die jeder einzelne Spe.cher- " 
kondensator benotigt. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
erne gattungsgemafle Bewerterschaltung so weiter- 
zubilden. dafl auch auf Signalleitungen anliegende 
sehr kieine. von den bekannten Bewerter- 
schaltungen nicht mehr bearbeitbare Lesesignale 
• sicher erkannt und verstarkt werden konnen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafi gelost 
durch eine gattungsgemafle integrierbare Bewerter- 
schaltung mit den kennzeichnenden Merkmalen | 
des Patentanspruches 1 . ■* 
Vorteilhafte Aus-und Weiterbildungen sind in ] 
Unteranspruchen gekennzeichnet. 

Nachstehend werden verschiedene Ausbildun- 
gen der Erfindung anhand von Figuren naher5 
erlautert. . * 

Es zeigen dabei: 

die Figuren 1 bis 3 verschiedene Ausbildun-!; 
gen der Erfindung, 

die Figur 4 ein Impulsdiagramm. 
Jede Ausfiihrungsform der erfindungsgemaflen' : j 
mtegrierbaren Bewerterschaltung enthalt eine an'*] 
sich bekannte Kippschaltung KS. Diese kahn. wiel 
allgemein ublich. aus zwei kreuzgekoppelten Tran-'^ 
sistoren gebildet sein. wobei beispielsweise die?. 
Sourcebereiche der beiden Transistoren elektrisch \ 
mitemander verbunden sind. Das elektrische Poten- ^ 
tial an dieser Verbindung ist veranderbar. damit die " 
Bewertung durchgefUhrt werden kann. Es kann u.a. .j 
ein auf Referenzpotential schaltbares Bewertersi- /j 
gnal e BW direkt angeschlossen sein (siehe Figuren : k 
1 .2) odes es kann ein Transistor angeschaltet sein, 1 
der mit dem Referenzpotential verbunden ist und 
der durch das Bewertersignal e BW gesteuert wird 
(vgl. Fig. 3). Es sind auch komplexe Funktionsge- , 
neratoren bekannt. die einen speziellen Signalver- 1 
lauf an der oben genannten Verbindung I 
ermoglichen. Dies ist jedoch allgemein bekannt ajj 
und nicht Bestandteil der Erfindung. Es ist lediglich ' 
aus Grunden der Vollstandigkeit und zum leichte- 
ren Verstandnis der Wirkungsweise der Erfindung 
erwahnt. 
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Die Kippschaltung KS weist emen ersten (1) 
und emen zweiten Schaltungsknoten 2 auf. die 
beide. wie Cibhch. hinsichtlich der Kippschaltung KS 
sowohl als Eingange als auch als zueinander kom- 
plementare Ausgange dienen. Die beiden Schal- 5 
tungsknoten 1.2. una damit auch die gesamte 
Kippschaltung KS smd jeweils uber emen Schalt- 
transistor ST. der gatematfig von einem Trennsi- 
gnal TS angesteuert wird, mit einem Paar von 
Signalleitungen BL. RL verbunden. In dem Falle. in io 
dem die integrierbare Bewerterschaltung in einem 
Halbleiterspeicher eingebaut ist. wird dieses Paar 
von Signalleitungen BL.RL als Paar von Bitleitun- 
gen Oder Paar von Bitleitung und Referenzleitung 
be2eichnet. Dies ist unabhangig davon, ob der 15 
Halbleiterspeicher nach dem Konzept der Folded- 
Bitline Oder dem der Open-Bitline konzipiert ist. Im 
Falle eines Halbleiterspeichers sind mit jedem Si- 
gnalleitungspaar im allgemeinen noch eine 
Precharge-Einrichtung, ggf. kombiniert mit einer 20 
Leitungs-Potential-Ausgleichs-oder Symetrier- 
schaltung, sowie ggf. eine Ruckschreibeinrichtung 
zum Zuruckschreiben der aus einer Speicherzelle 
ausgelesenen Information verbunden. Diese Ein- 
richtungen stehen jedoch in keiner direkten Verbin- 25 
dung mit der vorliegenden Erfindung. Sie sind de- 
shalb und aus Ubersichtlichkeitsgrunden in den 
Figuren weggelassen. Ebenso sind (mit Ausnahme 
von Fig. 3) keine Signalquellen, die das zu bewer- 
tende Signal erzeugen wie beispielsweise Spei- 30 
cherzellen eingezeichnet. 

Das Paar von Signalleitungen BL.RL weist in 
einem Ruhezustand kurz vor Auslesen eines Signa- 
les auf eine der Signalleitungen BL.RL untereinan- 
der gleiches Potential auf. im Falle von Halbleiter- 35 
speichern ist dieses Potential bei traditionellen 
Designs (z.B. bei 64k-DRAM's und bei 256k- 
DRAM's) entweder das Bezugspotential Masse 
Oder das Versorgungspotential Vcc. Mittlerweile 
setzt sich jedoch das sog. Mid-Level-Konzept im- 40 
mer mehr durch. In diesem Falle betrSgt das oben- 
genannte Potential, auf dem sich beide Signallei- 
tungen BURL zunachst befinden, in etwa den hal- 
ben Betrag der Versorgungsspannung. Fur die vor- 
liegende Erfindung ist es jedoch unerheblich. wel- 45 
chen Betrag das Potential auf den Signalleitungen 
BL.RL hat. Wichtig ist, da/3 das Potential auf beiden 
Signalleitungen BL,RL zumindest annahernd gleich 
ist (maximal zulSssiger Unterschied 10mV). 

Die bisher beschriebenen Merkmale der erfin- 50 
tJungsgemaflen Bewerterschaltung, die in dieser 
Form in alien zu beschreibenden 
AusfUhrungsformen der Erfindung (Figuren 1 bis 
3) enthalten sind, sind allgemein bekannt. Sie sind 
beispielsweise auch den eingangs genannten 55 
Veroffentlichungen entnehmbar. 
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Beim Gegenstand der vorliegenden Erfindung 
ist vorteilhafterweise zwischen der Kippschaltung 
KS und dem Paar von Signalleitungen BL.RL eine 
Signaluberhohungsschaltung SUS angeordnet. 

Tritt auf einer der beiden Signalleitungen 
BL.RL. beispielsweise auf der Signalleitung BL. em 
zu bewenendes Signal auf (im obengenannten Bei- 
spiel Halbleiterspeicher tritt dieser Zustand dann 
ein. wenn die in einer der Signalleitungen BL ( = 
Bitleitung) zugeordneten Speicherzelle eingespei- 
cherte Information ausgelesen wird), so liegt dieses 
Signal mit seinem Signalhub V L (siehe Fig. 4) 
zunachst an dem mit der signalfuhrenden Signallei- 
tung BL verbundenen Schaltungsknoten 
(beispielsweise am ersten Schaltungsknoten 1 ). Er- 
findungsgemafl ist anschlieflend das Signal vom 
genannten Schaltungsknoten 1 elektrisch abge- 
trennt. Dies geschieht durch Sperren des an der 
einen Signalleitung BL befindlichen Schalttransi- 
stors ST mittels des Trennsignales TS. 

Nach erfolgter Sperrung hebt anschlie/Jend die 
Signaluberhohungsschaltung SUS in vorteilhafter 
Art und Weise durch Potentialverschiebung das 
Potential am Schaltungsknoten 1. das sich ja aus 
dem Potential der ursprunglichen Vorladung und 
dem des Lesesignalhubes V L zusammensetzt. urn 
einen Betrag V c an. Gleichzeitig wird das Potential 
am Schaltungsknoten 2 urn denselben Betrag V 0 
abgesenkt. 

Die Kippschaltung KS, die ja bei bekannten 
Bewerterschaltungen im vorliegenden Falle einen 
Potentialunterschied von V L (= Signalhub) zwi- 
schen den beiden Schaltungsknoten 1,2 zu bewer- 
ten hatte, hat also im erfindungsgemSBen Fall an 
den Schaltungsknoten 1 ,2 bei unverandertem 
(Ursprungs-)Signal eine Potentialdifferenz von V L + 
2V 0 zwischen den beiden Schaltungsknoten 1 ,2 zum 
Bewerten zur VerfUgung. 

Entsprechendes gilt fur ein zu bewertendes 
Signal mit negativem Signalhub -V L . 

Im folgenden werden einige vorteilhafte 
AusfOhrungen fOr die Signal0berh6hungsschaltung 
SUS angegeben. Allen AusfUhrungsformen liegt 
dabei zugrunde, dafl die SignalUberh6hungs- 
schaltung SUS wenigstens zwei Koppelkondensa- 
toren CK aufweist. Der erste Anschlufl' des einen 
Koppelkondensators CK ist mit dem ersten Schal- 
tungsknoten 1 verbunden. Der erste Anschlufl des 
anderen Koppelkondensators CK ist mit dem zwei- 
ten Schaltungsknoten 2 verbunden. Die Sig- 
naluberhohungsschaltung SUS enthSIt des weiteren 
we nigstens einen Obertragungstransistor UT, des- 
sen Gate als SteueranschluB mit einem 
Ubertragungssignal US verbunden ist. Die ge- 
steuerten Anschlusse Drain, Source jedes 
Ubertragungstransistors UT sind jeweils minde- 
stens mittelbar mit den zweiten Anschlussen der 
Koppelkondensatoren CK verbunden. An die ersten 
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Anschlusse der^Koppelkondensatoren CK ist 
jeweils em Jren^^sistor TT mit dem einen seiner 
gesteuerten Anschlusse (z.B. Source) ange- 
schiossen. Die Gates dieser Trenntransistoren TT 
smd mit etnem Trennsignal TS verbunden. Der 
andere gesteuerte Anschlu/J (z.B. Drain) des emen 
der beiden Trenntransistoren TT ist mit dem zwei- 
ten Anschlu/3 des anderen Koppelkondensators CK 
verbunden. Entsprechend ist der andere gesteuerte 
Anschlu/3 (z.B. Drain) des anderen der beiden 
Trenntransistoren TT mit dem zweiten Anschlu/3 
des emen Koppelkondensators CK verbunden. 

Nachfolgend wird die Wirkungsweise einer er- 
sten Ausfuhrungsform der Erfindung anhand von 
Figur 1 naher erlautert. In dieser Ausfuhrungsform 
sind die Schalttransistoren ST mit ihren 
stromfuhrenden Strecken 2wischen dem Paar von 
Signalleitungen BL,RL einerseits und der Kipp- 
schaltung KS samt der Signaluberhohungs- 
schaltung SOS andererseits angeordnet. Die Wir- 
kungsweise wird. wie auch nachfolgend bei den 
weiteren Ausfuhrungsformen. anhand folgender 
konkreter Vorgaben und Annahmen erlautert: Das 
Paar von Signalleitungen BL.RL sei ein Bitleitung- 
spaar eines Halbleiterspeichers, bestehend aus ein- 
er Bitleitung BL und einer Referenzleitung RL. Das 
Speicherzellenfeld des Halbleiterspeichers weise 
keine Dummyzellen auf (die erfindungsgernafle 
Schaltung funktioniert jedoch auch bei Dummyzel- 
len). Als Bitleitung BL wird diejenige Signalleitung 
bezeichnet, auf der beim Auslesevorgang (durch 
Anwahl einer Speicherzelle uber eine entspre- 
chende Wortleitung) die ausgelesene Information 
als zu bewertendes Signal erscheint. Die andere, 
nicht ausgewahlte Signalleitung wird als Referenz- 
leitung RL bezeichnet. Eine weitere, fur das Funk- 
tionieren der erfindungsgema/Jen Schaltung nicht 
notwendige Annahme ist darin zu sehen, dafl beide 
Signalleitungen BL,RL vor Beginn des Auslesevor- 
ganges jeweils das halbe Versorgungsspannung- 
spotential aufweisen. Dies kann bekanntlich mittels 
einer sog. Precharge-Schaltung in Verbindung mit 
einer Symmetrierschaltung erfolgen. 

Zu Beginn des Auslesevorganges sind das 
Trennsignal TS aktiv und das Ubertragungssignal 
US inaktiv. Die Schalttransistoren ST und die 
Trenntransistoren TT sind voll geoffnet, der 
Obertragungstransistor UT ist gesperrt. Am ersten 
Schaltungsknoten 1, am ersten Anschlu/J des einen 
Koppelkondensators CK und an einem der beiden 
gesteuerten Anschlusse des 

Obertragungstransistors UT liegt das halbe Versor- 
gungsspannungspotential (z.B. 2,5 V), verandert 
um das ausgelesene Lesesignal mit seinem Signal- 
hub V L (z.B. 150mV). Wurde eine logische "1" 
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st<^J und oositiver Logiki. so ist das anhegende 
Potential um den Lesesignalhub V L erh6ht. anson- 
sten (logisch "0") entsprechend erniedrigt 

Am zweiten Schaltungsknoten 2. am ersten An*' 
schlu/3 des anderen Koppelkondensators CK und 
am anderen der beiden gesteuerten Anschlusse 
des Obertragungstransistors UT liegt unverandert' 
das halbe Versorgungsspannungspotential von bei- 
spielsweise 2.5 V an. Die Kippschaltung KS wird, 
wie dem Fachmann gelaufig, beispielsweise uber 
das Bewertersignal 0 B w in einem labilen Gleichge* 
wichtszustand gehalten. 

Das Trennsignal TS nimmt dann seinen inakti- 
ven Zustand ein. worauf die Schalttransistoren ST 
und die Trenntransistoren TT sperren. Nach erfolg-5 
ter Sperrung wird das Ubertragungssignal US aktt- 
viert. woraufhin der Ubertragungstransistor UT 
durchschaltet. Wahrend des (moglichst kurzen) 
Zeitraumes. in dem das Trennsignal TS (bereits)'; 
deaktiviert war und das Ubertragungssignal OSj 
(noch) deaktiviert war. lag an dem einen gesteuer- 
ten Anschlu/3 des Obertragungstransistors UT ein 
um den Betrag des Lesesignalhubes V L erhohtes 
(bzw. im Fall des Auslesens einer logischen "0" 
erniedrigtes) Potential, verglichen mit dem Potential 
am anderen gesteuerten Anschlu/3 des 
Obertragungstransistors UT. Durch das Aktivierenl 
des Obertragungssignales US erfolgt uber den 
Obertragungstransistor UT ein Potentialausgleich,5 
was einen Potentialanstieg am anderen gesteuerten* 
Anschlu/3 des Obertragungstransistors UT. undj 
somit auch am zweiten Anschlu/3 des mit demT 
ersten Schaltungsknoten 1 verbundenen Koppelr^ 
kondensators CK zur Folge hat. Dieser Potentialarv') 
stieg wiederum wirkt sich uber den Koppelkonden-; Y 
sator CK auf den ersten Schaltungsknoten 1 aus ! - 
und erhoht dessen Potential, das bis dahin deni 
Wert "halbes Versorgungsspannungspotential + 
Lesesignalhub V L * aufwies. Die maximal mSgliche-i 
Potentialerhohung betragt in etwa 1/4 des Lesesi- 
gnalhubes V L . Durch den beschriebenen Potentia- 
lausgleich nimmt jedoch das Potential am einen j 
gesteuerten Anschlu/3 des Obertragungstransistors *] 
UT um denselben Betrag ab, wie es am anderen 
gesteuerten Anschlu/3 des Obertragungstransistors ; 

4 m 

UT zunimmt. Dies jedoch wirkt sich auf den zwei- 
ten Schaltungsknoten 2 Uber den ihm zugeordne- 
ten Koppelkondensator CK aus, d.h. das Potential $ 
am zweiten Schaltungsknoten 2 nimmt (bei ange- * ; 
nommener gleicher Dimensionierung der beiden *j| 
Koppelkondensatoren CK) um denselben Betrag ab 
wie das Potential am ersten Schal tungsknoten 1 
zunimmt. 

Insgesamt la/3t sich bei dieser 
Ausfuhrungsform eine Potentialdifferenz zwischen 
den beiden Schaltungsknoten 1 und 2 erreichen in 
Hone von "Lesesignalhub V t + (2 mal Potentia- 
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lerhchung V 0 )'\ Mit derv^zuvor angegebenen Wer- 
ten (V L = l50mV. Potentialerhohung V 0 = V L 4) 
entsteht erne durcn die Kippschaitung KS zu be- 
wertende Potentialdifferenz von 225mV. Dies 
erhoht also die Sicherheit hmsichtlich nchtigen Be- 
wertens enorm. Andererseits kann jedoch der 
Schaltungsentwickler die Vorteile der erfindungs- 
gema/ten Bewerterschaltung dahingehend 
ausnutzen. datf er die die zu bewertenden Signale 
erzeugenden Schaltungsteiie dm Beispiel: die Spei- 
cherzellen) so dimensioniert, da/3 kleinere Signale 
entstehen.Bei dynamischen Halbleiterspeichern be- 
deutet dies. da/J der Schaltungsentwickler Spei- 
cherzellen entsprechend geringerer Kapazitaten 
verwendet. Da die Kapazitatswerte direkt proportio- 
nal dem Flachenbedarf der zugeordneten Konden- 
satoren sind, kann er somit auch Flache einsparen. 
Dies ist ein ganz wichtiger Aspekt moderner inte- 
grierter Schaltkreistechnik. 

Bei den Ausfuhrungsformen nach den Figuren 
2 und 3 dienen die Schalttransistoren ST erfin- 
dungsgema/3 gleichzeitig als Trenntransistoren TT. 

Die vorteilhafte Ausfuhrungsform nach Fig. 2 
basiert auf demselben Schaltungsprinzip wie die 
nach Fig. 1 : Zunachst wird der Schaltungsknoten 1 
auf das urn den Betrag des Signalhubes V L des zu 
bewertenden Signales erhohte bzw. erniedrigte 
ursprungiich halbe Versorgungspotentiat gebracht 
unter Beibehaltung des halben Versorgungspote- 
ntiales am Schaltungsknoten 2. Anschlie/Jend wer- 
den die Trenntransistoren TT, die in der 
Ausfuhrungsform nach Figur 2 identisch sind mit 
den Schalttransistoren ST bekannter bewahrter 
Schaltungen, gesperrt und der 

Obertragungstransistor UT leitend geschaltet. 
Dadurch findet liber die gesteuerte Strecke (Drain - 
Source) des Ubertragungstransistors UT ein Pote- 
ntialausgleich start. Dies hat einen Potentialanstieg 
am zweiten Anschlufl des an seinem ersten An- 
schlufl mit dem ersten Schaltungspunkt 1 verbun- 
denen Koppelkondensators CK zur Folge und wei- 
terhin am ersten Schaltungsknoten 1 selbst. Der 
Potentialausgleich uber den Obertragungstransistor 
UT bewirkt gleichzeitig ein Absinken des Potentia- 
tes am zweiten Anschlu/3 des mit seinem ersten 
Anschlu/3 mit dem zweiten Schaltungsknoten 2 ver- 
bundenen Koppelkondensators CK, wodurch am 
zweiten Schaltungsknoten 2 selbst auch eine Pote- 
ntialverringerung eintritt. Die sich zwischen den 
beiden Schaltungsknoten 1,2 einstellende Potential- 
differenz, die ja anschlieflend durch die Kipp- 
schaltung KS (ausgelost durch Verandern des Be- 
wertersignales 0 B w) zu bewerten ist, ist durch die 
geschilderten vorteilhaften Schaltungsmaflnahmen, 
ahnlich wie bei der Ausgestaltung nach Fig. 1, 
gegenuber den bekannten Bewerterschaltungen 
vergroflert, was auch die bezuglich Fig . 1 an- 
gefUhrten Vorteile zur Folge hat. 
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Die vorteilhafte 'Ausfuhrung gema/3 Fig. 3 ist 
hinsichtlich der erzielbaren Signaluberhohung opti- 
miert. d.h. die Potentialerhohung (bzw. 
erniedrigung) V 0 ist grofler als bei den vorstehend 

5 beschriebenen Ausgestaltungen. Entsorechend las- 
sen sich bei emem Halbleiterspeicher auch die 
Speicherzellen des Speicherzellenfeldes nochmals 
verkleinern. Nachstehend wird diese 
Ausfuhrungsform in Verbindung mit dem (stark - 

w schematisiert dargestellteni Impulsdiagramm nach 
Fig. 4 naher erlautert: 

Es gilt wiederum die Annahme. da/3 die erfindungs- 
gema/te Bewerterschaltung bei einem Halbleiter- 
speicher verwendet wird zum Bewerten einer aus 

;s einer Speicherzelle SZ ausgelesenen Information 
als zu bewertendes Signal (allgemein als 
"Lesesignal" bezeichnet), wobei die Speicherzelle 
SZ an die Bitleitung BL angeschlossen ist. Der 
Wert der logischen Information betragt "1". Die 

20 Potentialverlaufe bei Auslesen einer logischen n 0 n 
sind, soweit sie sich von denen beim Auslesen der 
logischen "t" unterscheiden. gestrichelt dargestellt. 
Das angenommene halbe Versorgungsspannung- 
spotential ist. soweit durch das Auslesen und Be- 

25 werten ein Abweichen davon verursacht ist. punk- 
tiert gezeichnet und mit der Bezeichnung "1/2" 
versehen. 

Die integrierbare Bewerterschaltung weist ge- 
genuber den bisher erlauterten Ausfuhrungsformen 

30 wenigstens einen weiteren Obertragungstransistor 
UT auf, dessen Gate als SteueranschluC ebenfalls 
mit dem Obertragungssignal US verbunden ist. Der 
eine gesteuerte Anschlu/3 (Drain) der 
Ubertragungstransistoren 0T ist jeweils mit dem 

35 zweiten Anschlutf eines der Koppelkondensatoren 
CK verbunden. Diese beiden weiteren Verbindung- 
spunkte sind in Rg. 3 mit C1 bzw. C2 bezeichnet. 
Der andere gesteuerte Anschlu/3 (Source) des ein- 
en der Ubertragungstransistoren UT ist sowohl mit 

40 dem anderen gesteuerten Anschlufl des einen der 
beiden Trenntransistoren TT als auch Uber den 
stromfuhrenden Pfad (Kanal) eines ersten weiteren 
Trenntransistors WTT mit dem zweiten Anschlufl 
des anderen Koppelkondensators CK verbunden 

45 (weiterer Verbindungspunkt C2). Entsprechend ist 
der andere gesteuerte Anschlu/3 (Source) des wei- 
teren der Ubertragungstransistoren UT sowohl mit 
dem anderen gesteuerten Anschlu/3 des anderen 
der beiden Trenntransistoren TT als auch Ober den 

so stromfOhrenden Pfad (Kanal) eines zweiten weite- 
ren Trenntransistors WTT mit dem zweiten An- 
schlufi des einen Koppelkondensators CK verbun- 
den (weiterer Verbindungspunkt C1). Ebenso wie 
bei der Ausfuhrungsform nach Fig. 2 dienen die 

55 Schalttransistoren ST gleichzeitig als Trenntransi- 
storen TT. 
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Wenn auch die vorlie^ride Erfindung anhand 
des Auslesens von intormationen auf die Bitleitung 
BL beschrieben wird. so ist es doch dem Fach- 
mann emleuchtend. da/3 die Begriffe Bitleitung BL 
und Referenzleitung RL hinsichtlich der Bewerter- 
schaltung vertauschbar sind. ohne da/3 dies den 
genngsten Einfiu/3 auf das Funktionteren der Schal- 
[ung hat. 

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen. da/3 die 
Kapazitatswerte der Koppelkondensatoren CK 
untereinander gleich sind. 

Es hat sich ebenfalls als vorteilhaft erwiesen. 
da/3 die Kapazitatswerte der Koppelkondensatoren 
CK in etwa gleich der Eigenkapazitat C B w der Kipp- 
schaltung KS sind. 

Empfehlenswert ist aufgrund der derzeit reali- 
sierbaren Eigenkapazitat C B w der Kippschaltung 
KS in Hone von 20 bis 40fF. da/3 die Koppelkon- 
densatoren Kapazitatswerte von 20 bis 40fF aufwei- 
sen. 

Es ist auch vorteilhaft. die 
Obertragungstransistoren UT fruhestens dann lei- 
tend zu schalten. wenn die Trenntransistoren TT 
und die weiteren Trenntransistoren WTT sicher ge- 
sperrt sind. 

Es ist weiterhin vorteilhaft, da/3 diejenige Flanke 
des Ubertragungssignales US. die dieses in den 
aktiven Zustand bringt (und damit die 
Obertragungstransistoren UT leitend schaltet), eine 
geringere Flankensteilheit aufweist als die entspre- 
chend entgegengesetzte Flanke. 

Weiterhin ist es auch vorteilhaft, da/3 diejenige 
Flanke des Trennsignales TS. . die dieses in den 
aktiven Zustand bringt (und damit die Trenntransi- 
storen TT und ggf. die weiteren Trenntransistoren 
WTT leitend schaltet), eine geringere Flankensteil- 
heit aufweist als die entsprechend entgegenge- 
setzte Flanke. 


AnsprUche 

1. Integrierbare Bewerterschaltung 
-mit einer Kippschaltung, 

-mit einem ersten und einem zweiten Schaltungsk- 
noten, die beide der Kippschaltung sowohl als 
Eingange als auch als zueinander komplementare 
Ausgange dienen, 

-beide Schaltungsknoten sind uber Schalttransi- 
storen mit einem Paar von Signalleitungen verbun- 
den, 

-das Paar von Signalleitungen weist in einem Ruhe- 
zustand das gleiche Potential auf. 
gekennzeichnet durch 
folgende Merkmale: 

-Zwischen der Kippschaltung (KS) und dem Paar 
von Signalleitungen (BL.RL) ist eine Sig- 
naluberhohungsschaltung (SUS) angeordnet, 


•bei Auftreter^ines Signales auf emer (BL:RL) der 
oeiden Signalleitungen (BL.RL) liegt dieses mit sei- 
nem Signalhub (V L ) zunachst an demjenigen Schal- 
tungsknoten (1:2). der mit der signalfuhrenden Si- 
5 gnalleitung (BL:RL) verbunden ist. 

-anschhe/3end ist das Signal von dem genannten 
Schaltungsknoten (1:2) durch Sperren des der si- 
gnalfuhrenden Signalleitung (BL:RL> zugeoraneten 
Schalttransistors (ST) abgetrennt. 
w -die Signaliiberhohungsschaltung (SUSi hebt an- 
schlieflend durch Potentialverschiebung das Poten- 
tial am genannten Schaltungsknoten (1:2) um emen 
Betrag (V 0 ) an unter gleichzeitiger Verringerung 
des Potentiales am anderen (2:1) der beiden Senat- 
es tungsknoten (1.2). 

-liegt als Signal ein solches mit negativem Signal- 
hub (-V L ) vor. so erfahrt der genannte Schaltungsk- 
noten (1:2) eine Potentialabsenkung und der ande- 
re der beiden Schaltungsknoten (2:1) eine Potentia- 
te? lanhebung. 

2. Integrierbare Bewerterschaltung nach Ans- 
pruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

-da/3 die SignalCiberhohungsschaltung (SUS) wenig- 
25 stens zwei Koppelkondensatoren (CK) aufweist. 

-da/3 ein erster Anschlu/J des einen der beiden 
Koppelkondensatoren (CK) mit dem ersten Schal- 
tungsknoten (1) und ein erster Anschlu/3 des ande- 
ren der beiden Koppelkondensatoren (CK) mit dem 
30 zweiten Schaltungsknoten (2) verbunden ist. 

-da/3 die Signaluberhohungsschaltung (SUS) einen 
Ubertragungstransistor (UT) aufweist, 

•dessen Gate als Steueranschlu/3 mit einem 
Ubertragungssignal (US) verbunden ist. 
35 - dessen gesteuerte Anschlusse 

(Drain, Source) jeweils mit einem zweiten An- 
schlu/3 der Koppelkondensatoren (CK) ver- 
bunden sind, 

-da/3 an den ersten Anschlufl der Koppelkondensa- 
40 toren (CK) jeweils ein Trenntransistor (TT) mit ein- 
em seiner gesteuerten Anschlusse (Source, Drain) 
angeschlossen ist, 

-dessen Gate mit einem Trennsignal (TS) 
beaufschlagt ist. 
45 -dafl der andere gesteuerte Anschlu/3 - 

(Drain.Source) des einen der beiden Trenn- 
transistoren (TT) mit dem zweiten Anschlufl 
des anderen Koppelkondensators (CK) ver- 
bunden ist, 

so -und da/3 der andere gesteuerte Anschlu/J - 

(Drain.Source) des anderen der beiden 
Trenntransistoren (TT) mit dem zweiten An- 
schlufl des einen Koppelkondensators (CK) 
verbunden ist. 

55 3. Integrierbare Bewerterschaltung nach Ans- 

pruch 2, 

dadurch gekennzeichnet 

da/i die Schalttransistoren (ST) mit ihrem 
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stromfuhrenden Pfad zwischen dem Paar von St- 
gnalleitungen (BLRL) emerseits und aer Kipp- 
schaltung (KS) samt der Signaluberhohungs- 
schaltung (SUSi andererseits angeordnet ist. 

4. Integrierbare Bewerterschaltung nach Ans- 5 
pruch 2. 

dadurch gekennzeichnet, 

-da/? die Signaluberhohungsschaltung (SUS) wenig- 
stens einen weiteren Ubertragungstransistor (UT) 
aufweist. dessen Gate als Steueranschlu/3 mit dem iq 
Ubertragungssignal (US) verbunden ist, 
■da/2 der eine gesteuerte Anschlu/3 jedes 
Ubertragungstransistors (UT) jeweils mit dem zwei- 
ten Anschlu/3 eines der Koppelkondensatoren (CK) 
verbunden ist, 75 
-da/3 der andere gesteuerte Anschlu/3 des einen 
Ubertragungstransistors (UT) sowohl mit dem ande- 
ren gesteuerten Anschlui3 des einen der beiden 
Trenntransistoren (TT) als auch uber den 
stromfuhrenden Pfad (Kanal) eines ersten weiteren 20 
Trenntransistors (WTT) mit dem zweiten Anschlu/3 
des anderen Koppelkondensators (CK) verbunden 
ist. 

-da/3 der andere gesteuerte Anschlu/3 des weiteren 
Ubertragungstransistors (UT) sowohl mit dem ande- 25 
ren gesteuerten Anschlufl des anderen der beiden 
Trenntransistoren (TT) als auch uber den 
stromfuhrenden Pfad (Kanal) eines zweiten weite- 
ren Trenntransistors (WTT) mit dem zweiten An- 
schlufl des einen Koppelkondensators (CK) verbun- 30 
den ist 

5. Integrierbare Bewerterschaltung nach Ans- 
pruch 2 Oder 4, 

dadurch gekennzeichnet . 

dafl als Trenntransistoren (TT) die Schalttransi- 35 
storen (ST) dienen. 

6. Integrierbare Bewerterschaltung nach einem 
der vorhergehenden AnsprOche, 

dadurch gekennzeichnet, 

da/3 die KapazitStswerte der Koppelkondensatoren 40 
(CK) untereinander gleich sind. 

7. Integrierbare Bewerterschaltung nach einem 
der vorhergehenden AnsprOche, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafl die KapazitStswerte der Koppelkondensatoren 45 
(CK) in etwa gleich der Eigenkapazitat (C B w) der 
Kippschaltung (KS) sind. 

8. Integrierbare Bewerterschaltung nach Ans- 
pruch 7, 

dadurch gekennzeichnet, 50 

da/3 die KapazitStswerte der Koppelkondensatoren 
(CK) 20 bis 40fF betragen. 

9. Integrierbare Bewerterschaltung nach einem 
der vorhergehenden AnsprOche. 

dadurch gekennzeichnet , 55 
da/3 die Ubertragungstransistoren (UT) fruhestens 
dann leitend geschaltet sind. wenn die Trenntransi- 
storen (TT; TT. WTT) gesperrt sind. 
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10. Integrierbare Bewerterschaltung nach em 
em der vorhergehenden Anspruche. ] 
dadurch gekennzeichnet. 

da/3 diejenige Flanke des Obertragungssignalej 
(US), die dieses in den aktiven Zustand bnngt, eini 
geringere Flankensteilheit aufweist als die entspre' 
chend entgegengesetzte Flanxe. '; 

11. Integrierbare Bewerterschaltung nach eiri 
em der vorhergehenden Anspruche. ! 
dadurch gekennzeichnet. ! 
da/3 diejenige Flanke des Trennstgnales (TS). die 
dieses in den aktiven Zustand bringt. eine gerin< 
gere Flankensteilheit aufweist als die entsprechend 
entgegengesetzte Flanke. s 
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